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杨晋玲 

   杨晋玲，女，博士，研究员，博士生导师。  

   1968年11月生。1997年在中国科学院物理研究所获博

士学位。1997年-2004年，先后在日本东北大学的Venture 

Business  Laboratory、德国弗莱堡大学的Institute  for 

Microsystem  Technology、瑞士巴塞尔大学的Institute 

of  Physics和IBM  Zurich  Research  Laboratory工作。2004年，入选中国科学

院"百人计划"，加入中科院半导体研究所。  

   自1998年以来，一直从事微纳电子机械系统（MEMS/NEMS）器件研究，

在国际核心刊物上发表论文60余篇，  SCI收录40篇。SCI总引600余次，他引

500余次，单篇最高他引100余次。为两本丛书撰写了两章节。应邀为纳米技术

百科全书《Encyclopedia  of  Nanotechnology》撰写了题为的文章。获得专利

合作条约(PCT)国际专利1项，欧洲专利3项，申请中国发明专利25项（其中7项授

权），获得实用新型专利1项。  

   传感技术联合国家重点实验室中国科学院半导体研究所专业点负责人。中国

抗癌协会纳米肿瘤学专业委员会常务委员，中国微米纳米技术学会高级会员，现

为国际核心期刊IEEE  J.  Microelectromech.  Syst.  /  Nanotechnology  /  J. 

Micromech. Microeng./ Sensors/Appl. Phys. A 以及国内外微纳米技术期刊的

审稿人。  

   负责承担了863计划、973计划、国家自然科学基金重点项目和国家重大科

学仪器设备开发专项项目以及中国科学院项目，开展了高性能微纳谐振器件、微

纳器件测试平台建设和可靠性研究，取得了一系列有意义的研究成果：  

   1)首次澄清了微纳悬臂梁的机械能量损耗机理，建立了能量损耗模型，成果

多次被MEMS领域著名学者的系列文章和综述文章引用。  

   2)大规模制作了高性能超小悬臂梁，使AFM的力分辨率、扫描速度分别提高

了5倍、10倍。Nature新闻专题和Nature  Methods研究亮点栏目详细介绍了我

们的最新结果。  

   3)针对癌症早诊要求，大规模研制了新型高性能生化传感器，正在推进器件

的临床应用。  
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   4)构建了高性能MEMS振荡器，性能达到国际最好水平，正在将这些成果推

向产业化。  

   5)率先研制了宽频谱的微纳谐振器件表征系统，发展了新型微纳尺度薄膜和

器件可靠性表征技术和方法：a）发展了两种新的实验测试技术，建立了理论模

型。b）组建了国内首台吹曲测试装置。c）建立了国内首台微纳器件可靠性测试

平台。为新型高性能微纳谐振器件研究提供了技术保障。  

   联系方式：  

   电话：（010）82304700；传真：（010）82305141； 

      E-mail：jlyang@semi.ac.cn。  
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“An  effective  approach  for  restraining  electrochemical  corrosion  of 
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17 (2): 453 (2008).  
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1120 (2008).  

      

关于 我们 

      1956年，在我国十二年科学技术发展远景规划中，

半导体科学技术被列为当时国家新技术四大紧急措施之

一。为了创建中国半导体科学技术的研究发展基地，国家

于1960年9月6日在北京成立中国科学院半导体研究所开

启了中国半导体科学技术的发展之路。 
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北京市海淀区清华东路甲35号 北京912信箱 (100083) 
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010-82304210/010-82305052(传真) 
E-mail 
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